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(57)【要約】
【課題】表示領域の透過率を下げることなく、表示領域
の部分的な発熱状態を検出可能な表示装置を提供する。
【解決手段】表示装置は、表表示領域を有する基板と、
平面視で表示領域に重なる位置に配置される導電性細線
を有する、複数の温度検出用配線とを有している。表示
領域内には、遮光層が第１方向に延びるように配置され
ている。導電性細線は、遮光層と重なる位置に配置され
、遮光層に沿って第１方向に延びる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示領域を有する基板と、
　平面視で前記表示領域に重なる位置に配置される導電性細線を有する、複数の温度検出
用配線とを有し、
　表示領域内には、遮光層が第１方向に延びるように配置され、
　平面視において、前記導電性細線は、前記遮光層と重なる位置に配置され、前記遮光層
に沿って第１方向に延びる、
　表示装置。
【請求項２】
　前記導電性細線の一端が第１配線に接続され、前記導電性細線の他端が第２配線に接続
され、前記第１配線と前記第２配線との間で、温度変化に応じて変化する抵抗が検出され
る請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記温度検出用配線は、複数の前記導電性細線を備え、複数の前記導電性細線の一端は
、第１連結配線で連結されて電気的に接続され、複数の前記導電性細線の他端は、第２連
結配線で連結されて電気的に接続され、
　前記第１配線は、前記第１連結配線に電気的に接続され、
　前記第２配線は、前記第２連結配線に電気的に接続される、請求項２に記載の表示装置
。
【請求項４】
　前記第１方向に直交する第２方向の前記導電性細線の幅は、前記第２方向の前記遮光層
の幅よりも小さい、請求項１から３のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記導電性細線の幅は、１μｍ以上１０μｍ以下である、請求項１から４のいずれか１
項に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガラス等の透光性を有する部材に対して画像を投影する所謂ヘッドアップディスプレイ
（ＨＵＤ：Ｈｅａｄ　Ｕｐ　Ｄｉｓｐｌａｙ）が知られている（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－２１０３２８号公報
【特許文献２】特開２０１６－０５１０９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の技術によると、太陽の光が光学系を介して表示装置に入射することがある
。光学系により集光された太陽の光が表示装置に当たると、表示装置が劣化する可能性が
ある。
【０００５】
　特許文献２には、温度センサが表示領域の外側に配置された液晶表示装置が記載されて
いる。太陽の光の入射状態は、太陽と表示装置との相対位置により変化するので、特許文
献２の温度センサの位置では、光学系により集光された太陽の光が検知できるとは限らな
い。
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【０００６】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたもので、表示領域の透過率を下げることなく、
表示領域の部分的な発熱状態を検出可能な表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、一態様の表示装置は、表示領域を有す
る基板と、平面視で前記表示領域に重なる位置に配置される導電性細線を有する、複数の
温度検出用配線とを有し、表示領域内には、遮光層が第１方向に延びるように配置され、
前記導電性細線は、前記遮光層と重なる位置に配置され、前記遮光層に沿って第１方向に
延びる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、ヘッドアップディスプレイを模式的に説明する説明図である。
【図２】図２は、表示装置を模式的に説明する説明図である。
【図３】図３は、表示装置の画素を説明する説明図である。
【図４】図４は、温度検出用配線の配置を説明するための平面図である。
【図５】図５は、図４に示す表示装置の模式的なＶ－Ｖ’断面を示す断面図である。
【図６】図６は、図４に示す表示装置の模式的なＶＩ－ＶＩ’断面を示す断面図である。
【図７】図７は、温度検出用配線を説明するための断面図である。
【図８】図８は、１つの温度検出用配線の温度に対する抵抗変化率である。
【図９】図９は、複数の温度検出用配線の抵抗変化率の分布の一例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本開示を実施するための形態（実施形態）につき、図面を参照しつつ詳細に説明する。
以下の実施形態に記載した内容により本開示が限定されるものではない。また、以下に記
載した構成要素には、当業者が容易に想定できるもの、実質的に同一のものが含まれる。
さらに、以下に記載した構成要素は適宜組み合わせることが可能である。なお、開示はあ
くまで一例にすぎず、当業者において、開示の主旨を保っての適宜変更について容易に想
到し得るものについては、当然に本開示の範囲に含有されるものである。また、図面は説
明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に
表される場合があるが、あくまで一例であって、本開示の解釈を限定するものではない。
また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には、同一
の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。
【００１０】
　図１は、ヘッドアップディスプレイを模式的に説明する説明図である。ヘッドアップデ
ィスプレイ（Ｈｅａｄ－Ｕｐ　Ｄｉｓｐｌａｙ：以下、ＨＵＤという。）装置１は、バッ
クライト６、拡散板９、表示装置２、ウインドシールドＷＳと、表示装置２からの画像を
拡大してウインドシールドＷＳへ投影する光学系ＲＭとを備える。
【００１１】
　筐体４は、光源装置として機能するバックライト６、バックライト６からの光Ｌを光源
として画像を出力する表示装置２、表示装置２とバックライト６との間に設けられる拡散
板９と、光学系ＲＭとを収容する。バックライト６から発せられた光Ｌは、拡散板９によ
り拡散されて表示装置２を経ることで一部又は全部が透過し、光学系ＲＭ及びウインドシ
ールドＷＳにより反射されてユーザＨに到達することで、ユーザＨの視界内で画像ＶＩと
して認識される。すなわち、本実施形態の表示装置２は、光学系ＲＭ、ウインドシールド
ＷＳを用いたヘッドアップディスプレイ（Ｈｅａｄ－Ｕｐ　Ｄｉｓｐｌａｙ：ＨＵＤ）装
置１として機能する。ウインドシールドＷＳは、ユーザＨの視線上に位置する透光性を有
する部材であればよく、例えば車両のフロントガラスであってもよい。
【００１２】
　本実施形態のＨＵＤ装置１では、ミラー部材ＲＭ１と、ミラー部材ＲＭ２とを含む光学
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系ＲＭによって表示装置２を通った後の光Ｌを導いている。ミラー部材ＲＭ１は、平面鏡
であり、ミラー部材ＲＭ２は、凹面鏡である。ミラー部材ＲＭ１は、凹面鏡であってもよ
い。光学系ＲＭはこれに限られず、光学系ＲＭが、ミラー部材の枚数は１つであってもよ
いし、３つ以上であってもよい。
【００１３】
　次に、表示装置２について説明する。図２は、表示装置を模式的に説明する説明図であ
る。図３は、表示装置の画素を説明する説明図である。図４は、温度検出用配線の配置を
説明するための平面図である。図５は、図４に示す表示装置の模式的なＶ－Ｖ’断面を示
す断面図である。図６は、図４に示す表示装置の模式的なＶＩ－ＶＩ’断面を示す断面図
である。本実施形態の表示装置２は、光Ｌを光源として画像を出力する透過型の液晶ディ
スプレイである。表示装置２は、ＤＤＩＣ（Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｄｒｉｖｅｒ　Ｉｎｔｅｇ
ｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）１９を備えている。
【００１４】
　表示装置２は、表示パネルとも呼ばれる。図２に示すように、表示装置２の表示領域Ａ
Ａには、画素ＶＰｉｘがマトリクス状（行列状）に多数配置されている。
【００１５】
　図３に示す画素ＶＰｉｘは、複数の副画素ＳＰｉｘを有している。副画素ＳＰｉｘには
、それぞれスイッチング素子Ｔｒ及び液晶容量８ａがある。スイッチング素子Ｔｒは、薄
膜トランジスタにより構成されるものであり、この例では、ｎチャネルのＭＯＳ（Ｍｅｔ
ａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）型のＴＦＴで構成されている。画素電
極ＰＥと共通電極ＣＥとの間に絶縁層２４が設けられ、これらによって図３に示す保持容
量８ｂが形成される。
【００１６】
　図２に示すように、制御回路１１０は、例えば表示制御回路１１１及び光源制御回路１
１２として機能する。表示制御回路１１１は、例えば、マスタークロック、水平同期信号
、垂直同期信号、画素信号、バックライト６の駆動命令信号等をＤＤＩＣ１９に出力する
画素信号は、例えば、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の個々の階調値を組み合わせた信号
である。また、表示制御回路１１１は、光源制御回路１１２に制御された光源６１の発光
量に基づいて複数の画素のうち一部又は全部の出力階調値を制御する機能を有する。光源
制御回路１１２は、画素信号と同期して、光源６１の動作を制御する。
【００１７】
　第１基板１０（図５参照）には、図３に示す各副画素ＳＰｉｘのスイッチング素子Ｔｒ
、信号線ＳＧＬ、走査線ＧＣＬ等が形成されている。信号線ＳＧＬは、図５に示す各画素
電極ＰＥに画素信号を供給するための配線である。走査線ＧＣＬは、各スイッチング素子
Ｔｒを駆動する駆動信号を供給するための配線である。信号線ＳＧＬ及び走査線ＧＣＬは
、図５に示す第１基板１０の表面と平行な平面に延出する。
【００１８】
　図３に示すように、信号線ＳＧＬ及び走査線ＧＣＬに沿うように遮光層ＢＭが形成され
ている。なお、図３では、スイッチング素子Ｔｒの電気的な接続が示されているが、実際
には遮光層ＢＭは、スイッチング素子Ｔｒにも重畳している。副画素ＳＰｉｘは、遮光層
ＢＭで囲まれた開口を有しており、図３に示す各副画素ＳＰｉｘの開口に、赤（Ｒ）、緑
（Ｇ）、青（Ｂ）の３色に着色されたカラーフィルタＣＦＲ、ＣＦＧ、ＣＦＢが１組とし
て対応付けられる。そして、３色のカラーフィルタＣＦＲ、ＣＦＧ、ＣＦＢに対応する副
画素ＳＰｉｘを１組として画素ＶＰｉｘが構成される。なお、カラーフィルタは、４色以
上の色領域を含んでいてもよい。
【００１９】
　図２に示すＤＤＩＣ１９は、ゲートドライバとして、走査線ＧＣＬを順次選択する。Ｄ
ＤＩＣ１９は、選択された走査線ＧＣＬを介して、走査信号を副画素ＳＰｉｘのスイッチ
ング素子Ｔｒのゲートに印加する。これにより、副画素ＳＰｉｘのうちの１行（１水平ラ
イン）が表示駆動の対象として順次選択される。
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【００２０】
　また、ＤＤＩＣ１９は、選択された１水平ラインを構成する副画素ＳＰｉｘに、ソース
ドライバとして、信号線ＳＧＬを介して画素信号を供給する。そして、これらの副画素Ｓ
Ｐｉｘでは、供給される画素信号に応じて１水平ラインずつ表示が行われるようになって
いる。
【００２１】
　ＤＤＩＣ１９は、共通電極ドライバとして、共通電極ＣＥに対して共通電位を印加する
。共通電位は、複数の副画素ＳＰｉｘに、共通に加えられる直流の電圧信号である。
【００２２】
　以上説明したように、ＤＤＩＣ１９は、ゲートドライバ、ソースドライバ、共通電極ド
ライバとして機能する。ＤＤＩＣ１９は、ゲートドライバ、ソースドライバ、共通電極ド
ライバをそれぞれ別に構成してもよい。また、ゲートドライバ、ソースドライバ、共通電
極ドライバの少なくとも１つを、薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉ
ｓｔｏｒ：ＴＦＴ）を用いて第１基板１０の上に形成してもよい。
【００２３】
　図２に示すように、複数の温度検出用配線ＳＭが配列している。温度検出用配線ＳＭの
両端子が引き出され、抵抗検出回路１２０に電気的に接続されている。抵抗検出回路１２
０は、温度検出用配線ＳＭの抵抗をＡＤ変換し、抵抗検出信号を制御回路１１０へ出力す
る。
【００２４】
　次に、本実施形態の表示装置２の構成例を詳細に説明する。図５に示すように、表示装
置２は、アレイ基板ＳＵＢ１と、対向基板ＳＵＢ２と、表示機能層としての液晶層ＬＣと
を備える。対向基板ＳＵＢ２は、アレイ基板ＳＵＢ１の表面に垂直な方向に対向して配置
される。液晶層ＬＣはアレイ基板ＳＵＢ１と対向基板ＳＵＢ２との間に設けられる。
【００２５】
　なお、本実施形態において、対向基板ＳＵＢ２の第１基板１０の表面に垂直な方向にお
いて、第１基板１０から対向基板ＳＵＢ２の第２基板２０に向かう方向を「上側」とする
。また、第２基板２０から第１基板１０に向かう方向を「下側」とする。
【００２６】
　アレイ基板ＳＵＢ１は、第１基板１０と、画素電極ＰＥと、共通電極ＣＥと、偏光板Ｐ
Ｌ１とを有する。第１基板１０には、ＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏ
ｒ）等のスイッチング素子Ｔｒや、走査線ＧＣＬ、信号線ＳＧＬ等の各種配線（図５では
省略して示す）が設けられる。
【００２７】
　共通電極ＣＥは、第１基板１０の上側に設けられる。画素電極ＰＥは、絶縁層２４を介
して共通電極ＣＥの上側に設けられる。画素電極ＰＥは、共通電極ＣＥとは異なる層に設
けられ、平面視で、共通電極ＣＥと重畳して配置される。また、画素電極ＰＥは、平面視
でマトリクス状に複数配置される。偏光板ＰＬ１は、接着層６６を介して第１基板１０の
下側に設けられる。画素電極ＰＥ及び共通電極ＣＥは、例えば、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　
Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）等の透光性を有する導電性材料が用いられる。なお、本実施形態で
は、画素電極ＰＥが共通電極ＣＥの上側に設けられる例について説明したが、共通電極Ｃ
Ｅが画素電極ＰＥの上側に設けられていてもよい。
【００２８】
　また、第１基板１０には、ＤＤＩＣ１９と、フレキシブル基板７１が設けられる。ＤＤ
ＩＣ１９は、図１に示す制御回路１１０として機能する。
【００２９】
　対向基板ＳＵＢ２は、第２基板２０と、第２基板２０の一方の面に形成された遮光層Ｂ
Ｍと、第２基板２０の他方の面に設けられたシールド導電層５１と、温度検出用配線ＳＭ
と、保護層３８と、接着層３９と、偏光板ＰＬ２とを有する。図６に示すように、カラー
フィルタＣＦＲ、ＣＦＧ、ＣＦＢも、遮光層ＢＭと同様に、第２基板２０の一方の面に形
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成される。
【００３０】
　図４に示すように、温度検出用配線ＳＭは、第２基板２０の上に複数配列されている。
図５に示すように、第２基板２０にはフレキシブル基板７２が接続されている。温度検出
用配線ＳＭは、端子部３６を介して、フレキシブル基板７２に電気的に接続される。フレ
キシブル基板７１は、図２に示す抵抗検出回路１２０に接続される。なお、温度検出用配
線ＳＭの詳細な構成については後述する。
【００３１】
　保護層３８は、温度検出用配線ＳＭを保護するための絶縁層である。保護層３８は、ア
クリル系樹脂等の透光性の樹脂を用いることができる。保護層３８の上には、シールド導
電層５１が形成されている。言い換えると、複数の温度検出用配線ＳＭと、シールド導電
層５１とは、第２基板３１の上方にあり、複数の温度検出用配線ＳＭは、シールド導電層
５１の下方に積層される。保護層３８は、シールド導電層５１と、温度検出用配線ＳＭと
を電気的に絶縁している。
【００３２】
　シールド導電層５１は、それぞれ透光性導電層であり、例えば、ＩＴＯ、ＩＺＯ（Ｉｎ
ｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、ＳｎＯ、有機導電膜などで形成される。シールド導
電層５１は、酸化スズ（ＳｎＯ２）及び二酸化ケイ素（ＳｉＯ２）を主成分とする酸化物
層や、酸化ガリウム（Ｇａ２Ｏ３）、酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）及び酸化スズ（Ｓｎ
Ｏ２）を主成分とする酸化物層や、ＩＴＯを主材料としケイ素（Ｓｉ）を含有する透光性
の導電層等を用いてもよい。図５に示すように、シールド導電層５１の上に、接着層３９
を介して偏光板ＰＬ２が設けられている。
【００３３】
　偏光板ＰＬ１を含む第１光学素子ＯＤ１は、第１基板１０の外面、あるいは、バックラ
イト６（図２参照）と対向する面に配置される。偏光板ＰＬ２を含む第２光学素子ＯＤ２
は、第２基板２０の外面、あるいは、観察位置側の面に配置される。偏光板ＰＬ１の第１
偏光軸及び偏光板ＰＬ２の第２偏光軸は、平面視においてクロスニコルの位置関係にある
。なお、第１光学素子ＯＤ１及び第２光学素子ＯＤ２は、位相差板などの他の光学層を含
んでいてもよい。
【００３４】
　第１基板１０と第２基板２０とは所定の間隔を設けて配置される。第１基板１０と第２
基板２０との間の空間は、シール部６９により封止される。第１基板１０、第２基板２０
、及びシール部６９によって囲まれた空間に液晶層ＬＣが設けられる。液晶層ＬＣは、通
過する光を電界の状態に応じて変調するものであり、例えば、ＦＦＳ（Ｆｒｉｎｇｅ　Ｆ
ｉｅｌｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ：フリンジフィールドスイッチング）を含むＩＰＳ（Ｉｎ
－Ｐｌａｎｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ：インプレーンスイッチング）等の横電界モードの液
晶が用いられる。なお、図５に示す液晶層ＬＣとアレイ基板ＳＵＢ１との間、及び液晶層
ＬＣと対向基板ＳＵＢ２との間には、図示を省略した配向膜がそれぞれ配設される。本実
施形態では、画素電極ＰＥと共通電極ＣＥとの間に発生する横電界により、液晶層ＬＣが
駆動される。
【００３５】
　第１基板１０の下側には、図１及び図２に示すバックライト６が設けられる。バックラ
イト６からの光は、アレイ基板ＳＵＢ１を通過して、その位置の液晶の状態により変調さ
れ、表示面への透過状態が場所によって変化する。これにより、表示装置２の表示領域Ａ
Ａに画像が表示される。
【００３６】
　次に、図４に示すＶＩ－ＶＩ’断面について、詳細に説明する。図６において、アレイ
基板ＳＵＢ１は、ガラス基板や樹脂基板などの透光性及び絶縁性を有する第１基板１０を
基体としている。アレイ基板ＳＵＢ１は、第１基板１０の対向基板ＳＵＢ２と対向する側
に、第１絶縁層１１、第２絶縁層１２、第３絶縁層１３、信号線ＳＧＬ、画素電極ＰＥ、
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共通電極ＣＥ、第１配向膜ＡＬ１などを備えている。
【００３７】
　第１基板１０上に、図６の断面では現れないが、走査線ＧＣＬ及びスイッチング素子Ｔ
ｒ（図４参照）のゲート電極が設けられ、図６に示す第１絶縁層１１が走査線ＧＣＬ及び
ゲート電極ＧＥ（図４参照）を覆う。なお、第１絶縁層１１、走査線ＧＣＬ及びゲート電
極の下に、さらにシリコン酸化物やシリコン窒化物などの透光性を有する無機系材料によ
って形成されている絶縁層があってもよい。
【００３８】
　第１絶縁層１１上には、図６の断面では現れないが、スイッチング素子Ｔｒ（図４参照
）の半導体層が積層されている。半導体層は、例えば、アモルファスシリコンによって形
成されているが、ポリシリコン又は酸化物半導体によって形成されていてもよい。
【００３９】
　図６に示すように、第２絶縁層１２は、信号線ＳＧＬを覆っている。第２絶縁層１２は
、例えばアクリル樹脂などの透光性を有する樹脂材料によって形成され、無機系材料によ
って形成された他の絶縁膜と比べて厚い膜厚を有している。ただし、第２絶縁層１２につ
いては無機系材料によって形成されたものであってもよい。
【００４０】
　また、図６の断面では現れないが、第２絶縁層１２上には、半導体層の一部を覆うスイ
ッチング素子Ｔｒ（図４参照）のソース電極と、半導体層の一部を覆うスイッチング素子
Ｔｒ（図４参照）のドレイン電極とが設けられている。ドレイン電極は、信号線ＳＧＬと
同じ材料で形成されている。スイッチング素子Ｔｒ（図４参照）の半導体層の上には、第
３絶縁層１３が設けられている。以上説明したスイッチング素子Ｔｒは、ボトムゲート型
であるが、トップゲート型であってもよい。
【００４１】
　共通電極ＣＥは、第２絶縁層１２の上に位置している。また、図６において、共通電極
ＣＥは、第３絶縁層１３を介して信号線ＳＧＬと対向している。第３絶縁層１３は、例え
ば、シリコン酸化物やシリコン窒化物などの透光性を有する無機系材料によって形成され
ている。
【００４２】
　共通電極ＣＥは、第３絶縁層１３によって覆われている。第３絶縁層１３は、例えば、
シリコン酸化物やシリコン窒化物などの透光性を有する無機系材料によって形成されてい
る。
【００４３】
　画素電極ＰＥは、第３絶縁層１３の上に位置し、第３絶縁層１３を介して共通電極ＣＥ
と対向している。画素電極ＰＥ及び、共通電極ＣＥは、例えば、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　
Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）やＩＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）などの透光性を
有する導電材料によって形成されている。画素電極ＰＥは、第１配向膜ＡＬ１によって覆
われている。第１配向膜ＡＬ１は、第３絶縁層１３も覆っている。
【００４４】
　対向基板ＳＵＢ２は、ガラス基板や樹脂基板などの透光性及び絶縁性を有する第２基板
２０を基体としている。対向基板ＳＵＢ２は、第２基板２０のアレイ基板ＳＵＢ１と対向
する側に、遮光層ＢＭ、カラーフィルタＣＦＲ、ＣＦＧ、ＣＦＢ、オーバーコート層ＯＣ
、第２配向膜ＡＬ２などを備えている。
【００４５】
　図６に示すように、遮光層ＢＭは、第２基板２０のアレイ基板ＳＵＢ１と対向する側に
位置している。そして、図６に示すように、遮光層ＢＭは、画素電極ＰＥとそれぞれ対向
する開口部ＡＰを規定している。遮光層ＢＭは、黒色の樹脂材料や、遮光性の金属材料に
よって形成されている。
【００４６】
　カラーフィルタＣＦＲ、ＣＦＧ、ＣＦＢのそれぞれは、第２基板２０のアレイ基板ＳＵ
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Ｂ１と対向する側に位置し、それぞれの端部が遮光層ＢＭに重なっている。一例では、カ
ラーフィルタＣＦＲ、ＣＦＧ、ＣＦＢは、それぞれ青色、赤色、緑色に着色された樹脂材
料によって形成されている。
【００４７】
　オーバーコート層ＯＣは、カラーフィルタＣＦＲ、ＣＦＧ、ＣＦＢを覆っている。オー
バーコート層ＯＣは、透光性を有する樹脂材料によって形成されている。第２配向膜ＡＬ
２は、オーバーコート層ＯＣを覆っている。第１配向膜ＡＬ１及び第２配向膜ＡＬ２は、
例えば、水平配向性を示す材料によって形成されている。
【００４８】
　対向基板ＳＵＢ２は、遮光層ＢＭ、カラーフィルタＣＦＲ、ＣＦＧ、ＣＦＢなどを備え
ている。遮光層ＢＭは、図３に示した走査線ＧＣＬ、信号線ＳＧＬ、スイッチング素子Ｔ
ｒなどの配線部と対向する領域に配置されている。
【００４９】
　図６において、対向基板ＳＵＢ２は、３色のカラーフィルタＣＦＲ、ＣＦＧ、ＣＦＢを
備えていたが、青色、赤色、及び、緑色とは異なる他の色、例えば白色、透明、イエロー
、マゼンタ、シアンなどのカラーフィルタを含む４色以上のカラーフィルタを備えていて
もよい。また、これらのカラーフィルタカラーフィルタＣＦＲ、ＣＦＧ、ＣＦＢは、アレ
イ基板ＳＵＢ１に備えられていてもよい。
【００５０】
　上述したアレイ基板ＳＵＢ１及び対向基板ＳＵＢ２は、第１配向膜ＡＬ１及び第２配向
膜ＡＬ２が向かい合うように配置されている。液晶層ＬＣは、第１配向膜ＡＬ１と第２配
向膜ＡＬ２との間に封入されている。液晶層ＬＣは、誘電率異方性が負のネガ型液晶材料
、あるいは、誘電率異方性が正のポジ型液晶材料によって構成されている。
【００５１】
　アレイ基板ＳＵＢ１がバックライト６（図１参照）と対向し、対向基板ＳＵＢ２が表示
面側に位置する。バックライト６としては、種々の形態のものが適用可能であるが、その
詳細な構造については説明を省略する。
【００５２】
　例えば、液晶層ＬＣがネガ型液晶材料である場合であって、液晶層ＬＣに電圧が印加さ
れていない状態では、液晶分子ＬＭは、図４に示すＤｘ－Ｄｙ平面内において、その長軸
が第１方向Ｄｘに沿う方向に初期配向している。一方、液晶層ＬＣに電圧が印加された状
態、つまり、画素電極ＰＥと共通電極ＣＥとの間に電界が形成されたオン時において、液
晶分子ＬＭは、電界の影響を受けてその配向状態が変化する。オン時において、入射した
直線偏光は、その偏光状態が液晶層ＬＣを通過する際に液晶分子ＬＭの配向状態に応じて
変化する。
【００５３】
　次に、温度検出用配線ＳＭについて詳細に説明する。図４に示すように、温度検出用配
線ＳＭは、複数の導電性細線３３と、第１連結配線３４ａと、第２連結配線３４ｂとを有
している。複数の導電性細線３３の一端は、第１連結配線３４ａで電気的に接続されてお
り、複数の導電性細線３３の他端は、第１連結配線３４ａで電気的に接続されている。
【００５４】
　導電性細線３３は、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）、モリブデン（Ｍ
ｏ）、クロム（Ｃｒ）、チタン（Ｔｉ）及びタングステン（Ｗ）から選ばれた１種以上の
金属層で形成される。又は、導電性細線３３は、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、銀
（Ａｇ）、モリブデン（Ｍｏ）、クロム（Ｃｒ）、チタン（Ｔｉ）及びタングステン（Ｗ
）から選ばれた１種以上を含む合金の金属層で形成される。導電性細線３３は、例えば、
ＡｌＮｄ、ＡｌＣｕ、ＡｌＳｉ、ＡｌＳｉＣｕなどのアルミニウム合金を用いることがで
きる。また、導電性細線３３は、上述した金属材料又は上述した材料の１種以上を含む合
金の導電層が複数積層された積層体としてもよい。
【００５５】
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　図６に示す導電性細線３３（温度検出用配線ＳＭ）の幅Ｗｓｍは、長手方向に直交する
長さであり、例えば、１μｍ以上１０μｍ以下であることが好ましく、さらに１μｍ以上
５μｍ以下の範囲にあることがより好ましい。幅Ｗｓｍが１０μｍ以下であると、遮光部
層の幅Ｗｂｍよりも小さくできるため、開口率を損なう可能性が低くなるからである。ま
た、幅Ｗｓｍが１μｍ以上であると、導電性細線３３（温度検出用配線ＳＭ）の形状が安
定し、断線する可能性が低くなるからである。
【００５６】
　複数の第１連結配線３４ａには、それぞれ第１配線３７ａが接続される。また複数の第
２連結配線３４ｂには、それぞれ第２配線３７ｂが接続される。つまり、本実施形態にお
いて、温度検出用配線ＳＭの一端側に第１配線３７ａが接続され、他端側に第２配線３７
ｂが接続される。第１配線３７ａは、周辺領域ＦＲに沿って設けられる。また、第２配線
３７ｂは、周辺領域ＦＲに沿って設けられる。
【００５７】
　１つの温度検出用配線ＳＭに接続された第１配線３７ａと第２配線３７ｂとは、それぞ
れ別の端子部３６に接続される。つまり、温度検出用配線ＳＭの一端である第１配線３７
ａと、温度検出用配線ＳＭの他端である第２配線３７ｂとは、それぞれ端子部３６を介し
て、フレキシブル基板７２に引き出される。温度検出用配線ＳＭの第１配線３７ａと、温
度検出用配線ＳＭの第２配線３７ｂとは、フレキシブル基板７２を介して、図２に示す抵
抗検出回路１２０に電気的に接続されている。抵抗検出回路１２０において、温度検出用
配線ＳＭの一端である第１配線３７ａと、温度検出用配線ＳＭの他端である第２配線３７
ｂとの間で、温度変化に応じて変化する抵抗変化が検出される。
【００５８】
　第１配線３７ａ及び第２配線３７ｂは、導電性細線３３に用いられる金属材料、或いは
合金等と同じ材料を用いることができる。また、第１配線３７ａ及び第２配線３７ｂは、
良好な導電性を有する材料であればよく、導電性細線３３と異なる材料が用いられてもよ
い。
【００５９】
　複数の導電性細線３３の一端は、第１連結配線３４ａで連結されて電気的に接続される
。複数の導電性細線３３の他端は、第２連結配線３４ｂで連結されて電気的に接続される
。第１配線３７ａは、第１連結配線３４ａに電気的に接続され、第２配線３７ｂは、第２
連結配線３４ｂに電気的に接続される。この構成により、温度検出用配線ＳＭは、所定の
面積の範囲で、表示領域ＡＡの部分的な発熱状態を検出することができる。温度検出用配
線ＳＭは、導電性細線３３の数に応じて、抵抗値が調整される。
【００６０】
　平面視において、導電性細線３３は、遮光層ＢＭと重なる位置に配置されている。図５
に示すように、導電性細線３３は、遮光層ＢＭに沿って、第１方向に延びる。なお、導電
性細線３３の平面形状は、直状の金属細線に限定されず、例えば、平面視で信号線ＳＧＬ
がジグザグ線状或いは、波線状である場合、導電性細線３３の平面形状は、信号線ＳＧＬ
の形状に沿って、ジグザグ線状或いは、波線状の構成であってもよい。
【００６１】
　図４に示すように、隣り合う温度検出用配線ＳＭの間のスリットＳＰの第２方向Ｄｙの
幅は、隣り合う導電性細線３３の間隔と同じことが望ましい。これにより、導電性細線３
３の間隔が面内で揃うので、意図しない回折光が抑制される。
【００６２】
　図６では、導電性細線３３に重なる遮光層ＢＭから導電性細線３３に重なる遮光層ＢＭ
までの間には、導電性細線３３に重ならない遮光層ＢＭが８つある。第１配線３７ａ又は
第２配線３７ｂに電気的に接続しないダミーの導電性細線を備え、ダミー導電性細線が、
導電性細線３３に重ならない遮光層ＢＭに重畳するようにしてもよい。
【００６３】
　図４に示すように、シールド導電層５１は、表示装置２の製造時及び使用時における静
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電気抑制のために設けられる。シールド導電層５１を設けない場合、外部から静電気など
の電磁ノイズが侵入すると、導電性細線３３がない領域があるため、電磁ノイズの抑制効
果が十分でない可能性がある。
【００６４】
　図４に示すように、シールド導電層５１は、第２基板２０のほぼ全面に形成され、表示
領域ＡＡの全面及び周辺領域ＦＲに亘って設けられている。すなわち、シールド導電層５
１は、導電性細線３３と重畳する部分と、導電性細線３３と重畳しない部分とを有してい
る。
【００６５】
　また、シールド導電層５１は、第２基板２０の端部まで配置されることが好ましい。さ
らに、シールド導電層５１は、周辺領域ＦＲから、導電テープ等により、電源やグラウン
ドなどの固定電位に電気的に接続されている。
【００６６】
　シールド導電層５１は、図４に示すように、第１連結配線３４ａ、第２連結配線３４ｂ
、第１配線３７ａ及び第２配線３７ｂと重畳する位置に設けられていることが好ましい。
シールド導電層５１の平面視での面積は、導電性細線３３の合計の面積よりも大きい。
【００６７】
　以上説明したように、本実施形態の表示装置２は、表示領域ＡＡを有する基板と、複数
の温度検出用配線ＳＭとを有している。温度検出用配線ＳＭは、平面視で表示領域ＡＡに
重なる位置に配置される導電性細線３３を有する。表示領域ＡＡ内には、遮光層ＢＭが第
１方向Ｄｘに延びるように配置されている。温度検出用配線ＳＭの導電性細線３３は、遮
光層と重なる位置に配置され、前記遮光層に沿って第１方向に延びる。この構成により、
温度検出用配線ＳＭは、副画素ＳＰｉｘの開口を遮ることがないので、表示領域の透過率
を下げることなく、表示領域ＡＡの部分的な発熱状態を検出することができる。
【００６８】
　本実施形態においては、第２基板２０上に、導電層３３１が形成されている。そして、
導電層３３１の上に導電層３３２が形成されている。導電層３３１及び導電層３３２の上
に、保護層３８が形成されている。保護層３８は、絶縁性を有するアクリル系樹脂等の透
光性の樹脂である。保護層３８の上には、シールド導電層５１が形成されている。言い換
えると、複数の温度検出用配線ＳＭと、シールド導電層５１とは、第２基板２０の上方に
あり、複数の温度検出用配線ＳＭは、シールド導電層５１の下方に積層される。シールド
導電層５１と、温度検出用配線ＳＭとは、保護層３８で絶縁されている。その結果、シー
ルド導電層５１及び温度検出用配線ＳＭに、熱と光が同時に作用した場合、シールド導電
層５１に、光による温度変化に応じた抵抗変化があっても、温度検出用配線ＳＭにおける
熱による温度に応じた抵抗変化に影響がない。
【００６９】
　シールド導電層５１は、例えば、ＩＴＯ、ＩＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄ
ｅ）、ＳｎＯから選ばれる１種以上の材料で形成されている。
【００７０】
　導電層３３１は、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）、モリブデン（Ｍｏ
）、クロム（Ｃｒ）、チタン（Ｔｉ）及びタングステン（Ｗ）から選ばれた１種以上の元
素の金属層、これらの元素を含む合金の金属層のうち少なくとも２つ以上が積層された積
層体であってもよい。同様に、導電層３３２は、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、銀
（Ａｇ）、モリブデン（Ｍｏ）、クロム（Ｃｒ）、チタン（Ｔｉ）及びタングステン（Ｗ
）から選ばれた１種以上の元素の金属層、これらの元素を含む合金の金属層、酸化スズ（
ＳｎＯ２）及び二酸化ケイ素（ＳｉＯ２）を主成分とする酸化物層や、酸化ガリウム（Ｇ
ａ２Ｏ３）、酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）及び酸化スズ（ＳｎＯ２）を主成分とする酸
化物層のうち少なくとも２つ以上が積層された積層体であってもよい。
【００７１】
　導電層３３２は、導電層３３１よりも光の反射が抑制された材料が選択される。これに
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より、導電層３３２の可視光反射率は、導電層３３１の可視光反射率よりも低く、導電層
３３２は、導電層３３１と比べて黒色により近い。
【００７２】
　導電層３３１と比べて黒色にするには、導電層３３２の抵抗値が高くなる。このため、
導電層３３１は、導電層３３２よりも導電率が高い材料が選択される。これにより、温度
検出用配線ＳＭでの消費電力増加を抑制できる。
【００７３】
（温度の測定）
　図８は、１つの温度検出用配線の温度に対する抵抗変化率である。図９は、複数の温度
検出用配線の抵抗変化率の分布の一例を示す説明図である。図８に示すように、温度検出
用配線ＳＭは、基準温度の抵抗値に対する抵抗変化率が、温度に応じて、例えば直線的に
変化する。
【００７４】
　図１に示すように、ＨＵＤ装置１には、太陽ＳＵＮの相対位置によっては、太陽光ＬＬ
が筐体４の開口４Ｓに入射することがある。太陽光ＬＬは、光学系ＲＭに導かれ、かつ表
示装置２に近づくにつれて集光し、表示領域の一部に当たることがある。集光された太陽
の光は、表示装置を劣化させる可能性があるため、表示領域の部分的な発熱状態を検出す
ることが望まれている。
【００７５】
　本実施形態では、図４に示すように、平面視で表示領域ＡＡに重なる位置に、複数の温
度検出用配線ＳＭが並べられているので、温度上昇があった温度検出用配線ＳＭがあれば
、太陽光ＬＬが当たっている表示領域ＡＡの位置が把握できる。
【００７６】
　例えば、図４において、表示領域ＡＡに複数の温度検出用配線ＳＭがＤｙ方向に、図９
に示す温度検出用配線ＳＭ１から温度検出用配線ＳＭｋまで並べられているとする。図２
に示す抵抗検出回路１２０は、温度検出用配線ＳＭ１から温度検出用配線ＳＭｋの抵抗を
ＡＤ変換し、抵抗検出信号を制御回路１１０へ出力する。制御回路１１０は、図９に示す
ように、温度検出用配線ＳＭ９が所定の閾値Ｔｈｒ以上変化があり、他の温度検出用配線
ＳＭ１からＳＭ７、ＳＭ１１からＳＭｋが閾値Ｔｈｒよりも抵抗変化率が小さい場合、太
陽光ＬＬが当たっている表示領域ＡＡの温度検出用配線ＳＭ９と重なる領域であると判定
する。
【００７７】
　ところで、温度検出用配線ＳＭに太陽光ＬＬが当たると、太陽光ＬＬが温度検出用配線
ＳＭで反射する可能性がある。図１に示すように、表示装置２の取付位置を調整し、太陽
光ＬＬの正反射光がウインドシールドＷＳに戻らないようにしても、導電性細線３３で生
じる回折光がウインドシールドＷＳまで到達してしまう可能性がある。
【００７８】
　本実施形態において、表示装置２は、表示領域を有する第２基板２０と、平面視で表示
領域ＡＡに重なる位置に、複数の温度検出用配線ＳＭが配置される。温度検出用配線ＳＭ
は、第２基板２０の上方に積層された第１の導電層３３１と、第１の導電層３３１の上に
積層された第２の導電層３３２とを有している。第２の導電層３３２の可視光反射率は、
第１の導電層３３１の可視光反射率よりも低い。これにより、温度検出用配線ＳＭに太陽
光ＬＬが当たる場合でも、温度検出用配線ＳＭでの回折光が抑制される。その結果、図１
に示すユーザＨの視界内で認識される画像ＶＩの表示品位が向上する。
【００７９】
　図７に示すように、第２の導電層３３２が第１の導電層３３１よりも幅が大きいので、
第１の導電層３３１が反射しても第２の導電層３３２が覆うことで、温度検出用配線ＳＭ
での回折光が抑制される。
【００８０】
　また、本実施形態において述べた態様によりもたらされる他の作用効果について本開示
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よりもたらされるものと解される。
【００８１】
　以上、好適な実施の形態を説明したが、本開示はこのような実施の形態に限定されるも
のではない。実施の形態で開示された内容はあくまで一例にすぎず、本開示の趣旨を逸脱
しない範囲で種々の変更が可能である。本開示の趣旨を逸脱しない範囲で行われた適宜の
変更についても、当然に本開示の技術的範囲に属する。
【００８２】
　例えば、表示装置２は、液晶パネルを例示したが、有機ＥＬパネルであってもよい。発
光素子ＬＥＤごとに異なる光を出射することで画像を表示するマイクロＬＥＤ（ｍｉｃｒ
ｏ　ＬＥＤ）であってもよい。発光素子ＬＥＤは、ＬＥＤは、平面視で、３μｍ以上、１
００μｍ以下程度の大きさを有する。
【符号の説明】
【００８３】
１　ＨＵＤ装置
２　表示装置
４　筐体
６　バックライト
９　拡散板
１０　第１基板
２０　第２基板
２４　絶縁層
３３　導電性細線
３４ａ　第１連結配線
３４ｂ　第２連結配線
３６　端子部
３７ａ　第１配線
３７ｂ　第２配線
５１　シールド導電層
ＢＭ　遮光層
ＳＭ　温度検出用配線
ＳＵＢ１　：アレイ基板
ＳＵＢ２　：対向基板
ＳＵＮ　太陽
ＷＳ　ウインドシールド
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